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成果摘要： 

1.对1-1.5微米VLSI代表品种256k SRAM和1兆位MASKROM进行防静电损伤和防闭锁效应可靠性设计，解决了VLSI防静

电击穿和闭锁效应，防静电灵敏度大于1000V，抗闭锁品质因素大于1。2.针对VLSI的主要失效模式和机理，进行晶片

级可靠性预测和评估研究，开发成功电迁移和氧化层击穿的快速实时的预测和评估方法，该成果取得国内领先水平。3.

在1-1.5微米VLSI大生产技术研究时，以可靠性评估数据为依据，对关键工艺进行优化和控制，确定了金属条和氧化层

击穿电荷等一系列质量控制规范。4.开展统计工艺控制方法研究，把数理统计应用到VLSI生产管理中，初步取得效果。

5.根据大生产要求，针对代表电路进行快速、经济的VLSI筛选研究，有效缩短筛选时间。成品电路按国标II类可靠性等

级考核，全部试验通过，说明对1-1.5微米器件主要失效模式和机理的控制是有效的。1-1.5微米VLSI可靠性技术研究，

着重于器件可靠性设计和工艺控制，从产品试制一开始便消除和减少了主要失效模式和机理，工艺线基本受控，大大缩

短了新品开发周期，使256k SRAM和1兆位MASKROM产品在短时间内开发成功，并具有一定成品率和可靠性。可靠性

研究促进了1-1.5微米产品开发，降低了开发费用和生产成本，缩短了与世界先进水平的差距，社会和经济效益是明显

的。VLSI的防静电、防闭锁效应的电路版图设计、工艺控制，先进的晶片级可靠性评估方法和统计工艺方法等均可向

VLSI生产线推广应用。作为85-726大生产技术研究的一部分，该专题重点在于提高VLSI的成品率和可靠性，直接与产

品开发的周期、成本等经济效益有关，为了使中国的集成电路生产进一步产业化，可靠性设计、工艺控制、可靠性预测

和评估始终是重要的内容，应转化为生产力。 
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